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(57) Abstract: The invention relates to an NCFET transistor comprising a semiconductor-on-insulator substrate for a field-effect tran-
sistor, successively comprising, from its base to its surface: o a semiconductor carrier substrate (1); o a single ferroelectric layer (2),
arranged in direct contact with the carrier substrate (1), which layer is designed to be biased so as to form a negative capacitance; and
o0 an active layer (3) of a semiconductor material, which layer is designed to form the channel of the transistor, and is arranged in direct
contact with the ferroelectric layer (2), said NCFET transistor further comprising a channel (3b) which is arranged in the active layer
(3a), a source (11) and a drain (12) which are arranged in the active layer (3a) on either side of the channel (3b), and a gate (10) which
is arranged on the channel (3b) and is insulated from said channel (3b) by a gate dielectric (30).

(57) Abrégé : L'invention concerne un transistor NC-FET comportant un substrat de type semi-conducteur sur isolant pour un transistor
a effet de champ, comprenant successivement, de sabase vers sa surface : 0 un substrat support (1) semiconducteur, o une unique couche
(2) ferroélectrique, agencée en contact direct avec le substrat support (1), adaptée pour étre polarisée de sorte a former une capacité
négative, et o une couche active (3) d'un matériau semiconducteur, adaptée pour former le canal du transistor, agencée en contact direct
avec la couche ferroélectrique (2), ledit transistor NC-FET comportant en outre un canal (3b) agencé dans la couche active (3a), une
source (11) et un drain (12) agencés dans la couche active (3a) de part et d'autre du canal (3b), et une grille (10) agencée sur le canal
(3b), isolée dudit canal (3b) par un diélectrique de grille (30).
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